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Les défis technologiques

Dans une roadmap publi€ée en 2024 par plusieurs équipes travaillant sur les métasurfaces [ 1], la réalisation de systemes a DBR
base de métasurtaces actives dé€localisées a €té présentée comme « nécessitant de plus amples investigations » .

Pour passer d’optiques passives a actives, on peut utiliser des structures complexes composées de couches fines de
différents matériaux. Ces structures doivent ensuite €tre traitées a des dimensions inférieures a la longueur d’onde
considérée (typiquement inférieures a 100 nm).

Notre objectif est de remplacer I'€tape de lithographie électronique par de la nano-impression.

[LLa combinaison nano-impression/lithographie optique présente une difficulté technologique peu traitée dans la
littérature : le Mix-and-Match.
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